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Kinetic Monte Carlo（KMC）法の解析により、Al に関しては表面モルフォロジーが成膜レートと温度のバランスに










KMC パラメータによって特徴づけられる長期間で穏やかな拡散素過程と、短期間でダイナミックな deposition の効
果が、成膜速度と基板温度のバランスの中でマクロなモルフォロジーを決定することを示した。 




ける KMC パラメータを決定し、そのパラメータを用いて Cu/Ni ヘテロエピタキシャル成長における薄膜成長過程を
原子論的モデリングにより明らかにした。 
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能性を示している。そして、Kinetic Monte Carlo（KMC）法の解析により、Al に関しては表面モルフォロジーが成
膜レートと温度のバランスにより決定されることを明らかにしている。また、核成長の極初期段階において、hcp の




従来の KMC で行われている deposition を単純なモデリングで表現することが困難であることを明らかにしている。
そこで、スパッタリング成膜の薄膜成長過程をより正確に取り扱えるように、KMC と MD を組み合わせたハイブリ
ッド法を新たに提案している。従来の KMC による結果と比較することにより、deposition の部分のモデリングを改
良した有効性を明らかにし、プロセスパラメータによって変動する deposition の様々な条件の変化にも対応できる手
法であることを示している。 




Cu/Ni ヘテロ界面における KMC パラメータを決定し、そのパラメータを用いて Cu/Ni ヘテロエピタキシャル成長に
おける薄膜成長過程を原子論的モデリングにより明らかにしている。 
 以上のように、本論文は薄膜成長過程における素過程のメカニズムについて、KMC や MD といった原子論的解析
手法に基づくモデリングを提案し、薄膜形成に与える因子の影響について解明したもので、その学術的価値は高い。
よって本論文は、博士論文として価値あるものと認める。 
